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Aufgabe 1

1. Wie werden EPROM- und EEPROM-Bausteine geloscht?

2. Wie wird die Information eines Bits in statischen und dynamischen RAM-Bausteinen ge-
speichert? Wie unterscheiden sich statische und dynamische RAM-Bausteine beziiglich des
elektrischen Verhaltens?

3. Warum werden dynamische RAM-Bausteine als Hauptspeicher und statische RAM-
Bausteine fiir Cache-Speicher eingesetzt?

4. Skizzieren Sie den Aufbau einer statischen CMOS-Speicherzelle.

Aufgabe 2

Bild 1 zeigt die Belegung eines Adrefiraums von 64 Kbyte Adressen bei speicherbezogener Adress-
ierung durch vier aneinandergrenzende Speicher- und Ein-/Ausgabebereiche (I/O): einen 32-
Kbyte-RAM-Bereich, einen 4-Kbyte-EPROM-Bereich und zwei Ein-/Ausgabebereiche mit 256
und 8 Bytes.
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Bild 1: Belegung des Adrefiraums
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1. Geben Sie die Anfang- und Endadressen der Speicherbereiche in hexadezimaler Schreib-
weise an.

2. Geben Sie die fiir die Bereichsauswahl erforderliche Unterteilung der 16-Bit-Adresse fiir
jeden der Bereiche und die Werte der fiir die Bereichsauswahl signifikanten Bits an.

3. Wie dndern sich die Adreffestlegungen zur Auswahl der beiden Ein-/Ausgabebereiche,
wenn diese an den Anfang des letzten 1-Kbyte-Bereichs des Adrefiraums verschoben wer-
den?



